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1. Speicheranordnung aus Speicherzellen mit einem Speichertransistor, der an einer 
Oberseite eines Halbleiterkorpers (1) oder einer Halbleiterschicht eine Gate-Elektrode (2) aufweist, 
die zwischen in dem Halbleitermaterial ausgebildet Source-Bereich (3) und Drain-Bereich (4) 
angeordnet ist und die von dem Halbleitermaterial durch dielektrisches Material getrennt ist, das 
eine Speicherschicht (6) zwiechen Begrenzungsschichten (5, 7) aufweist, die fur den Einfang von 
Ladungstragern vorgesehen ist, wobei die Gate-Elektrode (2) in einem in dem Halbleitermaterial 
zwischen dem Source-Bereich (3) und dem Drain-Bereich (4) ausgebildeten Graben angeordnet ist 
und die Speicherschicht (6) zumindest zwischen dem Source-Bereich (3) und der Gate-Elektrode 
(2) und zwischen dem Drain-Bereich (4) und der Gate-Elektrode (2) vorhanden ist, und in der 
Speicheranordnung die Gate-Elektroden (2) jeweils mit einer als Wortleitung vorgesehenen 
Leiterbahn (8) elektrisch leitend verbunden sind und der Source-Bereich (3) und der Drain-Bereich 
(4) einer Speicherzelle gleichzeitig als Drain-Bereich bzw. als Source-Bereich einer benachbarten 
Speicherzelle vorgesehen ist, wobei a) die Source-Bereiche und die Drain-Bereiche Teile der 
entlang die Graben verlaufenden Bitleitungen darstellen; b) die Wortleitungen quer zu den Graben 
verlaufen; und c) Raume zwischen den benachbarten Gate-Elektroden in dem gleichen Grabe mit 
einem dielekrischen Material gefullt sind. 

2. Anordnung nach Anspruch 1, in der die die Speicherschicht (6) umfassende 
Schichtfolge auf dem Halbleitermaterial ganzflachig zwischen den Gate-Elektroden (2) und dem 
Halbleitermaterial und zwischen den Leiterbahnen (8) und dem Halbleitermaterial aufgebracht ist. 

3 . Anordnung nach Anspruch 1 , in der die Speicherschicht (6) zwischen den Wanden des 
Grabens und/oder zwischen zwei zueinander benachbarten Graben unterbrochen ist. 

4. Anordnung nach Anspruch 1, in der die Gate-Elektroden (2) in V-formigen oder 
zumindest schrag ausgerichtete Wande aufweisenden Graben in dem Halbleitermaterial angeordnet 
sind. 

5. Anordnung nach Anspruch 1, in der der Abstand zwischen einem Source-Bereich (3) 
und einem Drain-Bereich (4) derselben Speicherselle hochstens 180 nm betragt. 

6. Anordnung nach Anspruch 5, in der der Abstand zwischen einem Source-Bereich (3) 
und einem Drain-Bereich (4) derselben Speicherzelle hochstens 150 nm betragt. 
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7. Verfahren zur Herstellung einer Speicheranordnung nach einem der Anspriiche 1 bis 6, 
bei dem in einem ersten Schritt in einem Halbleiterkorper (1) oder einer Halbleiterschicht eine 
Mehrzahl von parallel zueinander verlaufenden Graben (14) und seitlich daran angrenzende, als 
Source (3), Drain (4) und eine Bitleitung vorgesehene dotierte Bereiche hergestellt werden; in 
einem zweiten Schritt ein Speichermedium in den Graben durch Aufbringen einer Schichtfolge aus 
einer unteren Begrenzungsschicht (5), einer aus einem dielekrischen Material gebildeten 
Speicherschicht (6) und einer oberen Begrenzungsschicht (7) hergestellt wird; in einem dritten 
Schritt ein fur eine jeweilige Gate-Elektrode (2) vorgesehenes elektrisch leitfahiges Material in die 
Graben eingebracht wird und darauf als Wortleitungen vorgesehene Leiterbahnen (8) strukturiert 
werden, wobei die Wortleitungen quer zu den Graben angeordnet werden urn die Gate-Elektroden 
zu verbinden. 

8. Verfahren nach Anspruch 7, bei dem in dem ersten Schritt eine Mehrzahl von Graben 
geatzt wird, diese Graben mit einem Oxid gefullt werden, eine Implantation von Dotierstoff zur 
Ausbildung der dotierten Bereiche vorgenommen wird und unter Verwendung einer Maske, die 
einen als STI-Graben sur elektrischen Isolation vorgesehenen Anteil der Graben abdeckt, das Oxid 
zumindest in Bereichen, die fur eine Gate-Elektrode vorgesehen sind, entfernt wird. 

9. Verfahren nach Anspruch 7, bei dem zwischen dem zweiten und dem dritten Schritt die 
obere Begrenzungsschicht und die Speicherschicht zumindest zwischen den Wanden eines in dem 
Halbleitermaterial vorhandenen Grabens, der fur mindestens eine Gate-Elektrode vorgesehen ist, 
und/oder zwischen zwei zueinander benachbarten Graben mindestens bis auf die untere 
Begrenzungsschicht reichend entfernt werden. 

10. Verfahren nach Anspruch 7, bei dem in dem ersten Schritt die Graben mit dielektrischem 
Material gefullt werden und unter Verwendung einer Maske Offnungen (25) in dem dielektrischen 
Material hergestellt werden und in dem dritten Schritt das elektrisch leitfahige Material in jede 
solche Offnung eingebracht wird. 

11. Verfahren nach Anspruch 7, bei dem in dem ersten Schritt die Graben mit 
dielektrischem Material gefullt werden, eine Schicht (19) aus dielektrischem Material aufgebracht 
wird, vor dem zweiten Schritt quer zu den Graben mehrere parallel zueinander ausgerichtete 
streifenfbrmige Offnungen in dem dielektrischen Material hergestellt werden und in dem dritten 
Schritt das elektrisch leitfahige Material in jede solche Offnung eingebracht wird. 
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Geanderte Patentanspruche 

ESpeichersclle — mk — ein cm — S p e ichertransislor, 4ez — as — erne? — Oberseito — ernes 

Halblciterkorpcrs Q) oder e.iner Halbl o itorochicht eine Gate Elektrode (2) aufvvcist, die zwische tt 
einem — Sou rce Bereich (3) unci cinom — Drain Bereich — f+) — angeordnct — ist, die — in dcni 

d em Drain B ef eich (-1 ) ausgobildoten Grabon angoordnot ist und die Sp o ichorsc'hicht (6) 
a iimindest zwischen deni Source Ber o ich (3) und der Gate Elektrode (2) und zwkichen dem 
Drain B e reich ( <\ ) und der Gate Elektrode (2 ) vorhand o n. iat . 

mind e mtons 3,9 ist. 



S.Speicherzolle nach Anspruch E bei der zwis eJ 



n^-ii ^i^i* 

rTcn u 1 1 vi tit; i 



6.Speicherzeile nach Ansprnch 1, bei. der zumindeat cine Bcgrcnzung::^hicht (5, 7) ein. 
Ox i d oder ein Si 1 . Heat en feakr 



?rSpe i cher ^e l{^-mieh--A 
Nitrid odor ein Oxinitrid onthalt. 



ederf^O^^-ai^ 

9.Speicherzelle nach einem der Anspruche 1 bis 8, b ej-d- er die Sp eiehi^s chicht (fo-em 
k4aterial^*^^ Tarrtatefridr-^eR^^ 

lO.Spcichcrzclle nach Anspruch E bei der di e Spcicher s ehicht (6 ) 1 antaloxid oder Tantalat 
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13.Speicheraellc nach Anspruch — U bci dcr die Spci ebefse hicht (6) Zirkonoxid, 

I Mn1 h f 't nf> v in f'^rlr^r A. T i im i nu nnA v^ »r»<- 
cli i C 1 iotlJ vyyvTLi v.Fv.1 L. I rriUi li.l lii UJ 1 IMvVJtJ Kitr 

-^1- ASpeichera nordnung aus Speicherzellen i^eiv^w^^ 

als Speicher vorg e sehen -ist, mit einem Speichertransistor. der an einer Oberseite eines 

Halbleiterkorpers (1) oder einer Halbleiterschicht eine Gate-El ektrode (2) aufweist die zwischen 
in dern Halbleitermaterial ausgebildet Source-Bereich (3) und Drain-Bereich (4) angeordnet ist 
und die von dem Halbleitermaterial durch dielektrisches Material getrennt ist das eine 
Speicherschicht (6) zwiechen Begrenzungsschichten (5. 7) aufweist die fur den Einfang von 
Ladungst ragern vorgesehen ist, wobei die Gate-Elektrode (2) in einem in dem Halbleitermaterial 
zwischen dem Source-Bereich (3) und dem Drain-Bereich (4) ausgebildeten Graben angeordnet 
ist und die Speicherschicht (6) zumindest zwischen dem Source-Bereich (3) und der Gate- 
Elektrode (2) und zwischen dem Drain-Bereich (4) und der Gate-Elektrode (2) vorhanden ist. b&i 
und in der Speicheranordnung die Gate-Elektroden (2) jeweils mit einer als Wortleitung 
vorgesehenen Leiterbahn (8) elektrisch leitend verbunden sind und in der der Source-Bereich (3) 
und der Drain-Bereich (4) einer Speicherzelle gleichzeitig als Drain-Bereich bzw. als Source- 
Bereich einer benachbarten Speicherzelle vorgesehen is t, wobei a) die Source-Bereiche und die 
Drain-Bereiche Teil e der entlang die Graben verlaufenden Bitleitungen darstellen; b) die 
Wortleitungen quer zu den Graben verlaufen: und c) Raume zwischen den benachbarten Gate- 
Elektroden in dem gleichen Grabe mit einem dielekrischen Material gefullt sind . 

44tZ Anordnung nach Anspruch 441 , beiin der die die Speicherschicht (6) umfassende 
Schichtfolge auf dem Halbleitermaterial ganzflachig zwischen den Gate-Elektroden (2) und dem 
Halbleitermaterial und zwischen den Leiterbahnen (8) und dem Halbleitermaterial aufgebracht 
ist. 

+&3. Anordnung nach Anspruch 441, b&m der die Speicherschicht (6) zwischen den 
Wanden des Grabens und/oder zwischen zwei zueinander benachbarten Graben unterbrochen ist. 

■+^4. Anordnung nach einem dcr Anspriiuche 1 1 1 bis 16 , feeiin der die Gate-Elektroden 
(2) in V-formigen oder zumindest schrag ausgerichtete Wande aufweisenden Graben in dem 
Halbleitermaterial angeordnet sind. 
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4£t5. Anordnung nach einem der Ansprmiche 1 1 1 bis 1 7 , beiin der der Abstand 
zwischen einem Source-Bereich (3) und einem Drain-Bereich (4) derselben Speicherselle 
hochstens 180 nm betragt. 

4 X X6. Anordnung nach Anspruch 54-7, beiin der der Abstand zwischen einem Source- 
Bereich (3) und einem Drain-Bereich (4) derselben Speicherzelle hochstens 150 nm betragt. 

2Qr7. Verfahren zur Herstellung eitteF-^erete ASpeichera nordnung 
nach einem der Anspriiche 1 bis 64-9, bei dem in einem ersten Schritt in einem Halbleiterkorper 
(1) oder einer Halbleiterschicht ek^-Gmbei : h~{-l-43~-edei-eine Mehrzahl von parallel zueinander 
verlaufenden Graben (14) und seitlich daran angrenzende, als Source (3), Drain (4) und 
mindestens eine Bitleitung vorgesehene dotierte Bereiche hergestellt werden^- in einem zweiten 
Schritt ein Speichermedium in den Graben durch Aufbringen einer Schichtfolge aus einer 
unteren Begrenzungsschicht (5), einer aus einem dielekrischen Material gebildeten 
Speicherschicht (6) und einer oberen Begrenzungsschicht (7) hergestellt wird^ in einem dritten 
Schritt ein fur eine jeweilige Gate-Elektrode (2) vorgesehenes elektrisch leitfahiges Material in 
d^B^iwberi-l^zM^-die Graben eingebracht wird und darauf f n i rid es te ns-e-fcHe-als Wortleitungen 
vorgesehene Leiterbahnen (8) strukturiert wird werden, wobei die Wortleitungen quer zu den 
Graben angeordnet werden um die Gate-Elektroden zu verbinden . 

24 .8. Verfahren nach Anspruch 24)7, bei dem in dem ersten Schritt eine Mehrzahl von 
Graben geatzt wird, diese Graben mit einem Oxid gefullt werden, eine Implantation von 
Dotierstoff zur Ausbildung der dotierten Bereiche vorgenommen wird und unter Verwendung 
einer Maske, die einen als STI-Graben sur elektrischen Isolation vorgesehenen Anteil der Graben 
abdeckt, das Oxid zumindest in Bereichen, die fur eine Gate-Elektrode vorgesehen sind, entfernt 
wird. 

atfS — e 4^ er .„_^. a ^ — e-ifK j ^-^pete4ieFeHrhieht — (&) — tmd---ei«ef — obefe-H 
Begrenzungsschicht (7) aufgobracht wird. 

2-3-9. Verfahren nach Anspruch 73-2, bei dem zwischen dem zweiten und dem dritten 
Schritt die obere Begrenzungsschicht und die Speicherschicht zumindest zwischen den Wanden 
eines in dem Halbleitermaterial vorhandenen Grabens, der fur mindestens eine Gate-Elektrode 
vorgesehen ist, und/oder zwischen zwei zueinander benachbarten Graben mindestens bis auf die 
untere Begrenzungsschicht reichend entfernt wmj werden . 

24? 10. Verfahren nach eine^-Tv-deF-Anspruuche 73Q-t4s-2-?, bei dem in dem ersten Schritt 
de-r-G ro b en edev-die Graben mit dielektrischem Material gefullt wird bz w , werden und unter 



Verwendung einer Maske Offnungen (25) in dem dielektrischen Material hergestellt werden und 
in dem dritten Schritt das elektrisch leitfahige Material in jede solche Offnung eingebracht wird. 

-2-5t11. Verfahren nach ei-Heni-elei-Anspruilche 720-+>i-s~23- 3 bei dem in dem ersten Schritt 
de^^-ml^H-^dep-die Graben mit dielektrischem Material geftillt wifd-te\v~werden 5 eine Schicht 
(19) aus dielektrischem Material aufgebracht wird, vor dem zweiten Schritt quer zu dem Graben 
oder den Graben eine streifentormige Oflhung odor mehrere parallel zueinander ausgerichtete 
streifenformige Offnungen in dem dielektrischen Material hergestellt wird bz\V: -werden und in 
dem dritten Schritt das elektrisch leitfahige Material in jede solche Offnung eingebracht wird. 
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<£>opMa Ns Ola 

(21)2003106401/28 



(54)(57) 

1. YcTpoHCTBO naMaTH H3 sanoMimaioiuHX ^neeK c 3anoMHHaiomHM 
TpaH3HCTopoM, coflepHcaujHM Ha BepxHefi cTopoHe nojiynpoBO^HHKOBOH 
iicwioxckh (1) hjih nojiynpoBO^HHKOBoro cjioh ajieiopofl (2) 3aTBopa, 
pacnojio^ceHHBiii Meacay BBinojmeHHbiMH b nojiynpoBOflHHKOBOM MaTepnajie 
o6jiacTi>io (3) HCTOica h o6jiacTBK> (4) CTOKa h oTflejieHHBifi ot 
nojiynpoBO^HKKOBoro MaTepHana flHSJieicrpHHecKHM MaTepnajioM, HMeiomHM 
npeflycMOTpeHHbiH fljifl 3axBaTa HOCHTeneH 3apa,n;a 3anoMHHaiomHH cjioh (6) 
MOKfly orpaHHHHTentHBiMH cjioamh (5, 7), npHHeM 3JieKTpo^ (2) 3aTBOpa 
pacnouoxceH b KaHaBKe, BtmojiHeHHOH b nojiynpoBO^HHKOBOM MaTepnajie MQTKsy 
o6jiacTbio (3) HCTOKa . h o6jiacTi>io (4) CTOKa, a 3anoMHHaK>HJ,HH cjioh (6) 
pacnojioaceH no MeHBiueH Mepe Meac^y o6jracTBK> (3) HCTOKa h sjieicrpoflOM (2) 
3aTBopa h Me^cAy o6jiacTBK> (4) CTOKa h sjieicrpoflOM (2) 3aTBopa, npn stom b 
ynoMimyTOM ycTpoficTBe Ka>K,HBiH H3 3JieKTpoAOB (2) 3aTBopoB HaxoflHTca b 
3JieKTponpoBOflameM coe^HHeHHH c npeflycMOTpeHHoii b KanecTBe uihhbi cjiob 
npoBO^flmeH flopoxcKofi (8), a o6jiacT& (3) HCTOKa h oGnacTB (4) CTOKa czjhoh 
3anoMHHaiomeH ^nemoi o^HOBpeMeHHO cjiyacaT b KanecTBe cooTBeTCTBeHHO 
o6jiacTH CTOKa h o6nacTH ncroica coceflHefi 3anoMHHaiomeH AHefiKH, h npn 3tom 
a) o6jiacTH HCTOKa h CTOKa npeACTaBJi5UOT co6oh nacra npoxo,o;ainHX baojib 
KaHaBOK pa3paAHBix iuhh; b) ihhhbi cjiob npoxoflflT nonepeK KaHaBOK; h c) 
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npocTpaHCTBa Me^y cmc^chlimh ajieKTpo^aMH 3aTBopoB b toh ace caMOH KaHaBKe 
3anojiHeHBi AHsneKTpHHecKHM MaTepHanoM. 

2. YcTpoHCTBO no n.l, b kotopom BKjnonaiomaji b ce6^ 3anoMHHaioii(HH 
cjioh (6) nocne^oBaTejiBHOCTL cjioeB HaHeceHa Ha bcio noBepxHOCTB 
nojiynpoBO^HHKOBoro MaTepnajia Me^c^y 3JieKTpo,n;aMH (2) 3aTBopoB h 
nojrynpoBOflHHKOBbiM MaTepnajiOM h Meaqjy npoBO reuxmmk flopo>KKaMH (8) h 
nojiynpoBOflHHKOBbiM MaTepHanoM. 

3. YcTpoHCTBO no n.l,B kotopom 3anoMHHaiomHH cjioh (6) npepBaH Me>K,ay 
cTeHKaMH KaHaBKH h/hjih MOK^y ffjsyMH. coce^HMMH Me)K^y co6oh KaHaBKaMH. 

4. YcTpoHCTBO no n.l,B kotopom 3JieKTpo;i;Bi (2) 3aTBopoB pacnojio^KeHBi b 
V-o6pa3HBix hjih no MeHtinen Mepe HMeiomnx koco opneHTHpoBaHHBie ctchkh 
KaHaBKax b nojiynpoBOflHHKOBOM MaTepnajie. 

5. YCTpOHCTBO no n. 1 , B KOTOpOM paCCTOilHHe Me^C^y o6jiaCTLK> (3) HCTOKa 

h o6jiacTBio (4) CTOKa o£HOH h toh >Ke 3anoMHHaK)m;eH ^raefiicH cocTaBJiner caMoe 
6oJiBinee 180 hm. 

6. YCTpOHCTBO no n,5, B KOTOpOM paCCTOHHHC Me^C^y o6jiaCTLIO (3) HCTOKa 

h o6jiacTBio (4) CTOKa o^hoh h toh >Ke 3anoMHHaioineH HHeHKH cocTaBJi^eT caMoe 
6ojiLniee 150 hm. 

7. Cnoco6 H3roTOBJieHH^ ycTpoficTBa naMHTH no JiioSoMy H3 n.n.1-6, 
cornacHO KOTopoMy Ha nepBOM 3Tane b nojiynpoBOflHHKOBOH nofljro^CKe (1) hjih 
nojiynpoBOAHHKOBOM cjioe hstotobjihiot MHO^cecTBo npoxoA^mHx napajuiejiLHO 
flpyr apyry KaHaBOK (14) h rpaHH^amne c hhmh c6oKy JiernpoBaHHBie oSjiacra, 
cjiy^camne b KanecTBe HCTOKa (3), CTOKa (4) h pa3p*mHOH hikhbi; Ha BTopoM 3Tane 
b KaHaBKax H3roTOBJMK)T 3anoMHHaiomyK) cpe#y nyTeM nocJie£OBaTejiBHoro 
HaHeceHHH HroKHero orpaHHHHTejiBHoro cjio# (5), 3anoMHHaiomero cjioh (6), 
BtmojiHeHHoro H3 ^H3JieKTpHHecKoro MaTepnajia, h BepxHero orpaHHHHTejiBHoro 
cjioh (7); Ha TpeTBeM 3Tane b KaHaBKH noMemaioT npe^nycMOTpeHHLiH rjw 
cooTBeTCTByiomero 3JieKTpo#a (2) 3aTBopa 3JieKTponpoBOfl^niHH MaTepHan, nocjie 
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Hero CTpyKTypHpyiOT cjiyaeamiie inHHaMH cjiob npoBOflamiie #opo>KKH (8), 
npHHeM ihhhbi cjtob pacnonaraioT nonepex KanaBOK rsix coe^HHeHH^ c 

3JieKTpOflaMH 3aTBOpOB. 

8. Cnoco6 no n.7, b kotopom Ha nepBOM 3Tane BBiTpaBJiHBaioT MHO^cecTBo 

KaHaBOK, 3TH KaHaBKH 3anOJIHJIK)T OKCHflOM, OCymeCTBJUIIOT HMnJiaHTailHK) 

jrerapyiomeH npHMecn /uih o6pa30BaHHH jierHpoBaHHBix o6nacTeH, h c 
npKMeHeHHeM MacKH, 3aKpBiBaiomeH npe^ycMOTpeHHyio b KanecTBe STI-KaHaBOK 
aim 3JieKTpKHecKOH H30jrai;HH HacTB KaHaBOK, y^ajiKioT okcha Ha no MeHBineH 
Mepe ynacncax, npe#ycMOTpeHHBix jxjisl 3JieKTpoAa 3aTBOpa. 

9. CnocoS no n.7, b kotopom MOKAy BTopbiM h TpeTBHM aTanaMH yaaruiioT 
no MeHtmen Mepe ,n;o HH^cHero orpaHHHHTejiBHoro cjio* BepxroiS 
orpaHHHHTejiBHBift cjioh h 3anoMHHaiomHH cjioh no MeHLineH Mepe Me>K^y 
CTeHKaMH BBinojiHeHHOH b noJiynpoBOAHHKOBOM MaTepnajie KaHaBKH, 
npeAycMOTpeHHOH ajm no MeHBinefi Mepe o^Horo 3JieKTpo,n;a 3aTBopa, h/hjih 
Meacjgy AByMH coce,n;HHMH Meayjy co6ofi KaHaBKaMH. 

10. CnocoS no n.7, b kotopom Ha nepBOM 3Tane KaHaBKH 3anojiH>noT 

AH3JieKTpHHeCKHM MaTepHaJTOM, H C npHMeHeHHeM MaCKH H3rOTOBJI^K)T OTBepCTHH 

(25) b AH3JieKTpHHecKOM MaTepnajie, a Ha TpeTteM 3Tane b Ka^c^oe TaKoe 
OTBepcTHe noMemaiOT 3JieKTponpoBO#HmHH MaTepnaji. 

11. Cnoco6 no n.7, b kotopom Ha nepBOM 3Tane KaHaBKH 3anojiHKK)T 

AH3JieKTpHHeCKHM MaTepHaJIOM, HaHOC^T CJIOH (19) H3 AH3JieKTpH x iecKoro 

MaTepnana, nepefl btopbim 3TanoM nonepeK KaHaBOK b ArojieKTpHHecKOM 
MaTepnajie H3roTOBJiKioT hcckojtbko opneHTHpoBaHHBix napajuiejibHO Apyr Ztpyry 
nojiocoo6pa3HBix OTBepcraH, a Ha TpeTBeM 3Tane b Ka^oe TaKoe oTBepcrae 
noMemaiOT 3JieKTponpOBO,zuimHH MaTepHan. 

(56) EP 0967654 Al, 29.12.1999. 

US 3731163 A, 01.05.1973. 

DE 2946864 A, 04.06.1980. 



US 5905285 A, 18.05.1999. 
SU 752476 A, 30.07.1980. 

IlpH ny6jiHKauHH cBefleHHH o Bbiaane naTeHTa 6y^eT Hcnon&30BaHo 
orracaHHe b peaaiajHH, yTOHHeHHOH 3aaBHTeneM (3aMeHeH jihct 13) h 
nepBOHanajifcHBie nepTOKH. 

ripHJioxceHHe. Pe^epaT, cKoppeKTHpoBaHHtra 3KcnepTH30H Ha 1 n. b 1 3K3. 

rnaBHBiH rocyaapcTBeHHbiH 
naTeHTH&iH 3KcnepT 

BaraHCKaa 240 40 36 
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A.r.LJapeB 
240 40 36 



K saHBKe No 2003106401/28 
MTIK7H01 L27/115 5 
HOI L 21/8246 

(54) YcTpoHCTBO naNurra h cnoco6 ero H3roTOBJieHH£ 

Pec|)epaT 

(57) H3o6peTeHHe othochtca k oSjiacra 3JieKTpHnecKH 3ariHCBiBaeMBix h 
CTHpaeMBIX 3HeprOHe3aBHCHMBIX 4>Ji3iu-3y. CymHOCTB H3o6peTeHHH: 
ycTpoftcTBO naM^TH BBinojiHeHO H3 3anoMHHaiomHX 3IHeeK C 3anOMHHaK)IHHM 

TpaH3HCTOpOM 5 B KOTOpOM Ha BCpXHeH CTOpOHe nOJiynpOBOAHHKOBOH 

no#Jio>KKH Me^y o6nacT*MH HCTOKa h CTOKa pacnojioaceH 3JieKTpoa 3aTBOpa, 
OTAeJieHHBiH ot nojiynpoBOAHHKOBoro MaTepnajia £H3JieKTpHKOM, HMeiomHM 
3anoMHHaiomHH cjioh Me3K«y orpaHHHHTenBHBiMH cjiojimh. 3jieKTpo^ 3aTBopa 
pacnojioaceH b KaHaBKe, BBinojiHeHHOH b nojiynpoBOflHHKOBOM MaTepnajie 
Me^ay o6jiacTbK> HCTOKa h, : o6jiacTBK> CTOKa, a 3anoMHHaiomHH cjioh 
pacnojio^ceH no MeHBinefi Mepe Me^^y o6jiacTBio HCTOKa h 3JieKTpoAOM 
3aTBopa h Me^c^y o6nacTBio CTOKa h 3JieKTpo#OM 3aTBopa. Ka)K£BiH H3 

3JieKTpO^OB 3aTBOpOB HaXOflHTCil B 3neKTponpOBOflJffli;eM COeflHHeHHH c 

ripely cm OTpcHHoS b KaHecTBe/iiiHHBi cjio-^b npoBO^meS Aopo^cKOH. 06nacTB 
HCTOKa h o6jiacTB CTOKa OTJHOH 3anpMHHaiomeH nneHKH oflHOBpeMeHHO cjiy^caT 
b KanecTBe cooTBeTCTBeHHO o6jiacTH CTOKa h o6jiacTH HCTOKa coce^Hefi 
3anoMHHaiomeH nneHKH. UIhhbi cjiob npoxo^HT nonepeK KaHaBOK. 

TeXHHHetKHM pe3yJTBTaTOM H306p.eTeHIM HBJMeTCfl C03flaHHe yCTpOHCTBa 

na.MKTH H3 3anoMHHaiomHX aneeK c npe^eji&HO Majioii noTpe6HOCTi>K) b 

1 

nnomaflH. 2 H.n.(|)-JiBi 3 9 3.n.(|)-JiBi 5 13 hjijt. 
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